
平成２２年度対象予算案： ２,８５０百万円
（平成２１年度対象予算： ４,１００百万円）
（平成２１年度補正予算： ５００百万円）

実施期間： 平成１３～２２年度
（予算総額： ４３,５６０百万円）

次世代半導体の国際競争を次世代半導体の国際競争を
勝ち抜く超微細化・低消費勝ち抜く超微細化・低消費
電力化及び設計・製造技術電力化及び設計・製造技術

戦略重点科学技術（３）

戦略重点科学技術（３） 半導体の国際競争を勝ち抜く超微細化・低消費電力化及び設計・製造技術

施策名： ＭＩＲＡＩプロジェクト 【経済産業省】

○極微細な次世代半導体デバイスを実現す
るため、EUV（Extreme Ultra-Violet：極端紫
外線）露光を利用した、微細加工の基盤技術
やEUV露光用マスクに必要な基盤技術の開
発を行う。また、半導体微細化に合わせて顕
在化しているトランジスタの信頼性低下等の
課題に対処する技術開発を行う。

世界最高水準のhp26nm描画を実現

100nm100nm100nm

SFET露光結果

26nm

＜これまでの研究開
発の成果の一例＞
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トランジスタの性能（例えばしきい
値電圧（Vth）など）が安定しない
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トランジスタ性能のばらつきの分析

ゲート長

ラインエッジラフネス、ゲー
ト形状

歪み/表面ラフネス

離散不純物分布

接合深さ等の不純物分布

ゲート絶縁膜

ゲート幅

ゲート長

ラインエッジラフネス、ゲー
ト形状

歪み/表面ラフネス

離散不純物分布

接合深さ等の不純物分布

ゲート絶縁膜

ゲート幅

トランジスタ性能のばらつきの原因究明

課題の
克服に
向けて

＜研究開発の一例＞
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戦略重点科学技術（３） 半導体の国際競争を勝ち抜く超微細化・低消費電力化及び設計・製造技術

施策名： 次世代半導体回路構成実用化支援事業 【経済産業省】
（平成20～21年度：次世代回路アーキテクチャ技術開発事業）

戦略重点科学技術（３） 半導体の国際競争を勝ち抜く超微細化・低消費電力化及び設計・製造技術

施策名： 次世代プロセスフレンドリー設計技術開発 【経済産業省】

○IT化の進展、IT利活用の高度化を支え、あ
らゆる機器に組み込まれている半導体の低
消費電力化を図るため、テクノロジーノード
45nm以降の半導体に対応するSoC(System
on Chip)設計技術を開発する。
○具体的には、テクノロジーノード45nm以細
の半導体の共通設計基盤技術開発として、
DFM（Design For Manufacturing）基盤技術を
中核とした設計、製造全体最適を確保する全
く新しいSoC製造フローを開発する。

○大学やベンチャー等の優れた人材
による新しい半導体回路構成（アー
キテクチャ）のアイデアを、自身が
試作・検証するのは費用負担が大き
く困難。
○民間企業等が優れた半導体回路構
成を大学やベンチャー等中小企業か
ら公募し、半導体チップを試作・評
価する。これらの事業を通じて優れ
た半導体回路構成の実用化を支援す
ることにより、高機能な情報通信機
器の開発及び製品化を支援する。

Ａ Ｂ

Ｃ

ＣＦ

Ｆ Ｆ

Ｆ

Ｆ

複数のチップの相乗り

繰り返し露光

マスクパターンを縮小露光

シャトルのマスク

最先端LSI生産ラインを試作に使用。
複数のチップをマスクに相乗りさせて革新的な半導体デバイ
スを試作。

省エネ、
高信頼性
回路設計

65nm プロセス
300mm ウェハ

平成２２年度対象予算案： ５７８百万円

（平成２１年度対象予算： ６９０百万円）

実施期間： 平成１８～２２年度

（予算総額： ４,０９２百万円）

平成２２年度対象予算案： ４１０百万円

（平成２１年度対象予算： ２４０百万円）

実施期間： 平成２０～２４年度

（予算総額： １,６７５百万円）
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工程間に跨る情報の共有による全体最適化

プ
ロ
セ
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ライブラリ開発

製 造

DFM基盤技術

•課題抽出とモデル化

•情報/データ/インタ
フェイスの標準化

•共通評価基準

•最適化ワークフロー



平成２２年度対象予算案： ３２７百万円

（平成２２年度新規）

実施期間： 平成２２～２４年度

（予算総額： ２,１２７百万円）

戦略重点科学技術（３） 半導体の国際競争を勝ち抜く超微細化・低消費電力化及び設計・製造技術

施策名： 立体構造新機能集積回路（ドリームチップ）技術開発 【経済産業省】
（平成20～21年度：ドリームチップ開発プロジェクト）

戦略重点科学技術（３） 半導体の国際競争を勝ち抜く超微細化・低消費電力化及び設計・製造技術

施策名： 高速不揮発性メモリ機能技術開発 【経済産業省】

○現在の電子機器に使われているメモリは、
処理を行っていない間も「待機電力」を
消費し続けていなければデータが消えて
しまいます。デジカメや携帯電話用のメ
モリカードのように、電源をオフにして
もデータを保存できるメモリもあります
が、現在の電子機器が日常的な処理を行
う用途には速度が遅く使用できない。

○本研究開発では、電源オフにしてもデー
タが保存されるだけでなく、電子機器の
メモリとして使用できる高速不揮発メモ
リの開発を行う。

○将来の様々な社会・生活のニーズに
応えられる高機能な半導体実現のため、
立体構造化技術を発展・統合し、これま
でにない革新的な半導体（ドリームチッ
プ）の開発を行う。
○具体的には、①多機能高密度３次元
化技術、②微小機械駆動形成技術（複
数周波数対応通信デバイス）、③回路
の書き換え可能な超小型フレックス半導
体デバイスの開発を行う。

多機能化する
と面積が拡大

【従来：平面型】 【単純積層型】

単純に積層しても、
電力消費が大きく、
処理速度が遅い

技術的限界に近づ
きつつある

立体半導体
（ドリームチップ）

平成２２年度対象予算案： ９００百万円
（平成２１年度対象予算： １,２００百万円）
（平成２１年度補正予算： ９７６百万円）
実施期間： 平成２０～２４年度

（予算総額： ７,７１０百万円）
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通常はＯＦＦ
（電力ゼロ）

処理が必要な時
のみＯＮしてフ
ルパワー

処理が終わった
らすぐにＯＦＦ（電
力ゼロ）

○本技術開発成果の展開

高速不揮発メモリ技術を活
用した省エネ携帯機器

最小限の電力しか使用しなくても利便性を損なわない
省エネ情報通信機器が実現できます。

○現在の技術

通常は待機状態
（電力を消費）

処理が必要な時
フルパワー

処理が終わると待機
状態（電力を消費）

電力を消費し続けなければ利便性がありません。



平成２２年度対象予算案： ２,０４６百万円

（平成２２年度新規）

実施期間： 平成２２～２６年度

（予算総額： １０,６００百万円）

戦略重点科学技術（３） 半導体の国際競争を勝ち抜く超微細化・低消費電力化及び設計・製造技術

施策名： 低炭素社会を実現する超低電圧デバイスプロジェクト 【経済産業省】

○エレクトロニクス機器の低炭素化を進
めるには、用いられる全てのデバイスを、
低電圧（0.4V以下）で動作する低電圧デ
バイスに置き換えることが極めて有効で
あり、新規のナノ機能材料や、新規のナ
ノデバイス構造を適用した低電圧ナノデ
バイスの技術開発を実施。
○これにより、エレクトロニクス機器の低
動作電圧化と高機能・高集積化を実現し、
デバイスの消費電力を従来技術比で、
1/10以下に低減することを目標とする。
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・電子及び光素子技術・材料技術
・三次元配線技術・材料技術
・これらの材料評価技術

集積化

グリーンエレクトロニクス機器の実現

低電圧化

多値用磁気トンネル
接合素子

磁性変化素子 結晶相変化素子 原子スイッチ素子
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